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[はじめに] 

 MOVPE 法により Si 基板上に成長した CdTe 厚膜層を用いた 2 次元アレイ型放射線画像検出器の開発を行っている。これま

では小面積の Si 基板上に成長した CdTe 層を用いて検出器の作製を行っていた。この画像検出器では個々の素子暗電流に分布

が存在し、その暗電流の分布は成長層の膜厚分布に対応して変化することが分かった 1)。検出器の高性能化のためには暗電流の

低減とその均一化が必要である。ここでは暗電流の低減とその均一化について検討したので報告する。 

 [実験結果] 

 Figure1 に作製した試料表面の写真を示す。 (a)は従来用いてきた 11.4×18.0mm2の Si 基板上の CdTe 成長層である。また(b)

は後で述べる 25.4×25.4mm2の Si 基板上の成長層である。(a)では CdTe 層表面に図の上部側を中心とする同心円状のモフォロ

ジーが存在する。この試料の膜厚はこの同心円に対応して中心から外側に向かうに従って膜厚が厚くなっている。一方この成

長層を用いた検出器の暗電流も同心円に対応して変化した。その場合暗電流は中心から外側に向かうに従って逆に小さくなっ

た。この結果から検出器の 2 次元暗電流分布の均一化を達成するためには膜厚分布の均一化を行う必要があり、その条件下で

暗電流の低減を図る必要があることが分かった。 

そこで本検討では成長時の原料ガスの供給条件を調整した結果、11.4×18.0mm2の Si 基板上の CdTe 層では全面にわたって

均一な膜厚分布が得られるようになった。 

 (b)に示した結果は上記の原料ガス供給条件における 25.4×25.4mm2の Si 基板上の CdTe 層の表面写真である。この CdTe

層の膜厚は 40μm である。この場合でも成長層の全面にわたってほぼ均一な膜厚が得られた。また、(b)の成長層を用いた画像

検出器では暗電流の分布も均一であることを確認できた。 

[まとめ] 

検出器暗電流の低減とその均一化について検討を行った。CdTe 層成長時の原料ガスの供給条件を調整した結果、膜厚分布を

均一化できた。また、その成長層を用いた画像検出器では暗電流の分布も均一であることを確認できた。 
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Fig.1 . The state of the surface of the CdTe / Si 
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